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Prerrequisitos

Conocer a nivel basico:

a) Teoria de circuitos.

b) Electrostatica basica.

c) Matematicas.

d) Fundamentos de los diodos y transistores.

e) Fundamentos de los principios fisicos de los semiconductores.

f) Fundamentos de simuladores circuitales.

Objetivos y contextualizacion
Los objetivos generales de esta asignatura son:
a) Conocer los fundamentos de los procesos microelectrénicos basicos y su integracion en tecnologia CMOS.

b) Conocer las caracteristicas como dispositivo electronico del transistor MOS y sus modelos SPICE mas
importantes.

c) Ser capaces de relacionar las caracteristicas eléctricas del transistor MOS con los parametros tecnolégicos
de la tecnologia CMOS correspondiente.

d) Conocer a grandes rasgos los problemas actuales asociados al estado de la tecnologia microelectrénica y
las principales tendencias en su evolucion.

Competencias

® Actitud personal



® Comunicacion

® Disefiar componentes y circuitos electrénicos en base a especificaciones.
® Habitos de pensamiento

® Habitos de trabajo personal

Resultados de aprendizaje

Aplicar las técnicas de simulacion para el analisis de las prestaciones.

Desarrollar estrategias de aprendizaje autonomo.

Desarrollar la capacidad de analisis y de sintesis.

Disefar dispositivos electronicos basicos, estableciendo la relacion con la tecnologia de fabricacion.
Gestionar la informacién incorporando de forma critica las innovaciones del propio campo profesional, y
analizar las tendencias de futuro.

Tomar decisiones propias.

Utilizar el inglés como idioma de comunicacion y relacién profesional de referencia.

8. Utilizar modelos circuitales del comportamiento eléctrico de dispositivos electronicos, incluyendo
parasitos y fuentes de ruido, y teniendo en cuenta sus limitaciones.
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Contenido

PART I. Procesos tecnologicos

Introduccion: Tecnologia CMOS. Salas blancas. Litografia
Crecimiento del silicio

Difusion de impurezas

Implantacion idnica

Oxidacion térmica. Proceso LOCOS

Deposicion de capas. Crecimiento epitaxial

Metalizacion

Gravado

Procesos Back-End. Damasquinado

PART Il. Transistor MOS

Introduccion a la fisica de semiconductores y teoria de bandas
La capacidad MOS. Estructura y estados de polarizacion
El transistor MOS. Estructura y estados de conduccion
Modelo SPICE LEVEL 1

Modelo SPICE LEVEL 2

Modelo SPICE LEVEL 3

LABORATORIO

Definicion de un proceso tecnolégico



Caracterizacion eléctrica del TMOS

Actividades formativas y Metodologia

Titulo Horas ECTS Resultados de aprendizaje
Tipo: Dirigidas

Clases magistrales 24 0,96 1,3,4,5,8

Practicas de laboratorio 12 0,48 1,3,4,6,8

Problemas en el aula 12 0,48 1,3,4,6,8

Tipo: Supervisadas

Tutorias 5 0,2 2,3,5

Tipo: Auténomas

Estudio 40 1,6 2,3,5
Preparacion de las practicas de laboratorio 8 0,32 1,3,4,6,7,8
Resolucion de problemas 25 1 1,2,3,4,6,8

La formacién se basara en clases magistrales y practicas de laboratorio y aula.

Nota: se reservaran 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulacion
para que el alumnado rellene las encuestas de evaluacién de la actuacion del profesorado y de evaluacion de
la asignatura o modulo.

Evaluacién

Actividades de evaluacién continuada

Titulo Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje
Examen 75% 6 0,24 1,2,4,5,6,7,8
Practicas de laboratorio y memoria correspondiente 25% 18 0,72 1,3,4,6,8

Esta asignatura no prevé el sistema de evaluacién unica

a) Proceso y actividades de evaluacién programadas

La asignatura se evalla a partir de las actividades siguientes:



- EP1: Examen parcial 1. Examen de la parte 1: Procesos Tecnologicos. Consta de una seccion de teoria y
una de problemas. 37.5% de NOTA FINAL.

- EP2: Examen parcial 2. Examen de la parte 2: Transistor MOS. Consta de una seccién de teoria y una de
problemas. 37.5% de NOTA FINAL.

- LABINF: Informe de practicas laboratorio. 25% de NOTA FINAL. (ACTIVIDAD EN GRUPO)

La realizacion de TODAS estas actividades habilita la evaluacién continuada siempre y cuando la nota media
sobre 10 de los 2 examenes parciales sea igual o superior a 4.5.

Las actividades recuperables son:

EP1y EP2, tal y como se indica en el apartado c).
Las actividades NO recuperables son:

LABINF.

Para poder aprobar la actividad LABINF es necesario:

1) Asistir a TODAS las sesiones de laboratorio (de deberan presentar justificantes de ausencia si se da el
caso).

2) Presentar el informe dentro de plazo.

RESUMEN:

NOTA EXAMEN = NOTA_EP1*0.5 + NOTA_EP2*0.5

Si NOTA EXAMEN > 4.5 entonces:

NOTA FINAL = NOTA EXAMEN*0.75 + NOTA LABINF*0.25

Si NOTA EXAMEN < 4.5 entonces:

NOTA FINAL = NOTA EXAMEN

Todas las NOTAS de la expresion anterior se consideran sobre 10.
b) Programacion de actividades de evaluacion

El calendario de actividades de evaluacion* se publicara a través del Aula Moodle (CAMPUS VIRTUAL)
durante las primeras semanas del semestre. En todo caso esta previsto que:

-EP1 tenga lugar a mitad de semestre: Ultima semana dedicada a Parte 1 (justo antes o después de Semana
Santa).

-EP2 tenga lugar a final de semestre: ultima semana dedicada a Parte 2 (justo antes del periodo de examenes
de recuperacion).

-El informe de las actividades de laboratorio, LABINF, se entregara no mas tarde de la fecha del examen de
recuperacion®, de la manera que se indique a través del Aula Moodle.

*Los examenes de recuperacion se haran publicos en la web de la Escuela de Ingenieria (apartado
examenes).

c¢) Proceso de recuperacion



De acuerdo con la normativa UAB, el estudiante s6lo se puede presentar a la recuperacion siempre que se
haya presentado a un conjunto de actividades que representen un minimo de dos terceras partes de la
calificacion total de la asignatura. En el caso de esta asignatura, esta condicion necesaria solo se satisface si
el estudiante se ha presentado a los dos examenes parciales.

Las Unicas actividades de evaluacidn recuperables son los examenes parciales EP1y EP2, a través de un
EXAMEN FINAL de RECUPERACION/MEJORA.

Este EXAMEN FINAL de RECUPERACION/MEJORA consta de 2 partes independientes correspondientes a
la Parte 1 (Procesos Tecnoldgicos) y Parte 2 (Transistor MOS), cada una de ellas con sus secciones de teoria
y de problemas (idéntico formato al de examenes parciales), de tal manera que permite recuperar/mejorar la
nota de una Unica parte o de las dos partes de la asignatura. Asi, la nota de cada parte, NOTA_FINAL1y
NOTA_FINAL2, substituye la nota del parcial correspondiente, NOTA_EP1 y NOTA_EP2, siempre que la
primera supere la segunda.

Por lo tanto, el EXAMEN FINAL de RECUPERACION/MEJORA, como su nombre indica, NUNCA da lugar a
una nota de examen de la asignatura inferior a la obtenida por parciales.

RESUMEN:

NOTAEXAMEN = MAX(NOTA_EP1 ; NOTA_FINAL1)*0.5 + MAX(NOTA_EP2 ; NOTA_FINAL2)*0.5
Si NOTA EXAMEN > 4.5 entonces:

NOTA FINAL = NOTA EXAMEN*0.75 + NOTA LABINF*0.25

Si NOTA EXAMEN < 4.5 entonces:

NOTA FINAL = NOTA EXAMEN

Todas las NOTAS de la expresion anterior se consideran sobre 10.

d) Procedimiento de revision de les calificaciones

Para cada actividad de evaluacion, se indicara (a través de Campus Virtual) lugar, fecha y hora de revisiéon en
la que el estudiante podra revisar la actividad con el profesor. En este contexto, se podran hacer
reclamaciones sobre la nota de la actividad, que seran evaluadas por el profesorado responsable de la
asignatura. Si el estudiante no se presenta a esta revision, no se revisara posteriormente esta actividad.

e) Calificaciones

Un estudiante se considerara No Evaluable (NA) si se cumplen las dos condiciones siguientes:
a) No se ha presentado a ninguno de los dos examenes parciales EP1 y EP2.

b) No ha presentado el informe de laboratorio LABINF.

Por otro lado, siguiendo normativa UAB, entre aquellos alumnos que superen la calificacion final de 9.0, se
podran otorgar un maximo de Matriculas de Honor (MH) igual al 5% (redondeando por exceso) de los
estudiantes matriculados. En el cas que el niumero de estudiantes matriculados sea inferior a 20, se podra
otorgar 1 MH.

f) Irregularidades por parte del estudiante, copia y plagio

Sin perjuicio de otras medidas disciplinarias que se estimen oportunas, y de acuerdo con la normativa
académica vigente, se calificaran con un cero (0) las irregularidades cometidas por el estudiante que puedan
conducir a una variacion de la calificacion de un acto de evaluacién. Por tanto, la copia, el plagio, el engafo,
dejar copiar, etc. en cualquiera de las actividades de evaluacion implicara suspenderla con un cero (0) NO
RECUPERABLE.



g) Evaluacion de los estudiantes repetidores

A partir de la segunda matricula, el alumno puede optar por convalidar la nota de laboratorio (NOTA LABINF)
de cursos anteriores. En este caso, NO es necesario comunicarlo previamente al profesor responsable de la
asignatura.

h) Uso de la IA

En esta asignatura, no se permite el uso de tecnologias de Inteligencia Atrtificial (IA) en ninguna de sus fases.
Cualquier trabajo que incluya fragmentos generados con IA sera considerado una falta de honestidad
académica y puede comportar una penalizacion parcial o total en la nota de la actividad, o sanciones mayores
en casos de gravedad.
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Grupos e idiomas de la asignatura

La informacién proporcionada es provisional hasta el 30 de noviembre de 2025. A partir de esta fecha, podra
consultar el idioma de cada grupo a través de este enlace. Para acceder a la informacion, sera necesario
introducir el CODIGO de la asignatura


https://sia.uab.cat/servei/ALU_TPDS_PORT_ESP.html

Nombre Grupo Idioma Semestre Turno

(PAUL) Practicas de aula 321 Catalan segundo cuatrimestre manafa-mixto

(PLAB) Practicas de laboratorio 321 Catalan segundo cuatrimestre manafia-mixto

(TE) Teoria 320 Catalan segundo cuatrimestre manafa-mixto




